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Kosmik tədqiqat işlərində, hərbi texnikada, optik rabitə sistemlərində informasiyaların qəbulu və 

ötürülməsi zamanı  istifadə olunan cihazlara qoyulan tələblərin artması - xarici təsirlərə qarçı davamlı, cəld 

işləyən və iqtisadi cəhətdən əlverişli olan materialların alınması və onlar əsasında  optoelektron 

sistemlərinin  yaradılmasını  qarşıya qoyur. Nəzərə alsaq ki, hazırda praktikada geniş istifadə olunan silisium 

monokristalının fərdi (o cümlədən GaAs, GaP, CdSe, CdS və s.) xüsusiyyətləri (0,3-0,5 mkm oblastında 

fotohəssaslığının aşağı , ətalətli və yüksək şüalanma dozalarında keciriciliyin konversiyası baş verdiyindən) 

ekstremal şəraitlərdə  qarşıya qoyulan şərtləri ödəmir. Həmin şərtləri ödəyən yeni yarımkeçirici 

materialların alında texnoloğiyasının və onlar əsasında padiasiya texnologiya üsulu əsasında “kvant 

çuxurlarının” yaradılması, həmçinin  fiziki xassələrinin tədqiq edilməsi aktual olaraq qalır. 

Praktiki əhəmiyyəti: kosmik tədqiqat işlərində, hərbi texnikada və optik rabitə sistemlərində 

informasiyaların qəbulu və ötürülməsi zamanı  istifadə oluna bilər. 

1. 1
1H  ionları ilə implantasiya edilmiş GaS və GaSe laylı yarımkeçiricilərində səthyanı sahədə səthə və 

dərinliyə ğörə  komponent elementlərinin paylanma qanunauyğunluğu RƏS və KRS üsulları ilə 

tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, enerjisi 140 keV  protonlarla  1015 və 5 1015 at./sm2 

dozalarda şüalandırma zamanı GaS və GaSe laylı kristallarında komponent elementlərinin 

paylanmasında stixiometrik  dəyişiklər müşahidə edilmir. 

2. İmplantasiya edilmiş GaS və GaSe laylı kristallarının fotoelektrik və optik xassələrinin tədqiqi 

nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, spektrin qısadalğa oblastında fotohəssaslığın artması,  səthyanı 

oblasda defektlərin konsentrasiyasının azalması nəticəsində baş verir və implantasiya edilmiş 

ionların konsentrasiyasından asılıdır. 

3. Protonlarla implantasiya edilmiş  laylı yarımkeçiricilərin optik və fotoelektrik xassələrinin tədqiqi 

sayəsində müəyyən edilmişdir ki, radiasiya texnoloji işlənmə bu materiallar əsasında spektrin 

ultrabənövşəyi və görünən oblastlarında yüksək fotohəssaslığa malik diod strukturlarının 

yaradılmasına imkan verir. 

4. 1
1H  ionları ilə implantasiya nəticəsində  GaS və GaSe laylı monokristallarda yaradılmış kvant kvant 

çuxurların effektivliyinin ionların konsentrasiyasından və termik dəmləmə temperaturundan asılı 

olaraq idarə etmək mümkündür.    

5. H+ və He+  ionları ilə implantasiya edilmiş laylı və zəngirvari kristalların (GaS; GaS(Yb, Nd); 

GaSe;TlGaSe2; TlInS2 (Fе, С))  optik ,fotoelektrik və dielektrik xassələri ionun  və aşqar atomunun 

təbiətindən asılı olmayıb, yalnız struktur defektlərin konsentrasiyasından, termik dəmləmə 

temperaturundan və şüalanma dozasından asılıdır. Müəyyən edilmişdir ki,  şüalanma dozalarının 

kiçik qiymətlərində  ilkin defektlərin qismən kompensasiyası, yüksək dozalarda isə lokal nizamsız  

amorf oblastlar yaranır, şüalandırılmış kristalların  termik dəmlənməsi zamanı isə defektlərin 

anniqilyasiyası nəticəsində müşahidə olunan stabil defektlər kristalların xassələrini məqsədyönlü 

idarə etməyə imkan verir. 
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